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鉄系超伝導体の最高の超伝導転移温度 Tcは 1111系の 55 Kであるが、応用の観点からは、異

方性が小さく、粒界弱結合の問題が比較的軽微な 122 系が注目されている。本研究で取り扱う

(Ba,K)Fe2As2は Ba122系の中で最高の Tc ~ 38 Kが報告されている。今回の発表では、前回の秋季

の発表に引き続き(Ba,K)Fe2As2のエピタキシャル薄膜の電磁的特性を報告する。 

成長基板としては CaF2(001)を用いた。CaF2基板上の(Ba,K)Fe2As2薄膜は結晶性・超伝導特性

の両方に優れる。Fe, Ba, Kのフラックス量は電子衝撃発光分光と電子吸光分光を用いて制御し、

As セルの温度は最適な温度 (~150°C) に設定した。(Ba,K)Fe2As2は、高温で成長すると K が薄膜

に取り込まれないため、超伝導薄膜が得られる成長温度は 300 ~ 400°C の低温に限られる。今回、

結晶性を最適化する目的で、上限の 400°Cで成膜した。試料はX線回折による構造解析から、エ

ピタキシャル薄膜であることが確認され、Tc = 35.1 K で超伝導転移幅 ΔTc(= Tc
0.9 − Tc

0.1) = 1.1 K

の鋭い超伝導転移を示した。磁化測定と輸送測定から算出された臨界電流密度 Jcの結果は、両者

ともにおおよそ一致した (Fig. 1 (a))。Jcは 4 K、0 T 下で 22 MA/cm2であり、20 K、7 T 下で 1 

MA/cm2 を維持した。磁場下の抵抗率測定の温度依存性から磁場の印加による転移幅の広がりが

見られた (Fig. 1 (b))。上部臨界磁場 Hc2は常伝導状態の抵抗率の 90 %のときの温度 Tc
0.9で定義し、

印加磁場が 6 T以上の測定点を用いたとき、d𝐻c2
𝑎𝑏/dT = −9.6 T/K、d𝐻c2

𝑐 /dT = −4.8 T/Kであり、そ

れらの比から異方性はおよそ 2と見積もられた。 
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